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Comparacao entre as Propriedades do Silicio Poroso Obtido por “Vapour Etching
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O processo mais conhecido para formagao de silicio poroso (SP) é eletrdlise, utilizando solugao de &cido
fluoridrico, agua e etanol. O SP também pode ser obtido por “stain etching”, sem a necessidade de aplicacao de
um potencial elétrico. Por este método, a lamina de silicio é simplesmente imersa em uma solucao apropriada
e, uma dissolugao espontanea é responsdvel pela formacgao dos poros. Neste trabalho, amostras de SP foram
obtidas em laminas de silicio monocristalino (100), tipo-n, usando dois diferentes métodos: “stain etching” e
“vapour etching”. “Vapour etching”, consiste em manter a lamina de silicio em vapores de solugao de acido
fluoridrico e acido nitrico durante um determinado periodo de tempo. Para se obter uma comparacao entre as
propriedades do SP obtido por esses dois métodos, as amostras foram analisadas usando espectroscopia Raman,
medida de refletancia, Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e Microscopia de Forca Atomica (AFM).
Quando comparada com silicio polido, a refletancia total apresenta uma redugao na regiao do espectro ultravi-
oleta. Diferentes tipos de estrutura e espessura de SP estao associados a cada processo e podem ser vistos pelas
imagens obtidas por MEV. A densidade, a morfologia e a distribui¢cdo de poros dependem das condicoes de
formacao do SP. Para as medidas de fotoluminescéncia, obtidas por espectroscopia Raman, foram observadas
diferencas na posicao do pico de emissdo. A andlise de AFM mostra diferentes medidas de rugosidade.



